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Для получения переходящих слоев на границе GaAs/CaF2 и CaF2/GaAs нами использован метод ионной имплантации. Имплантация производилась ионами Ba+, Na+, Mg+ и Sr+. Затем проводился постимплантационный отжиг до температуры, при которой формировалась монокристаллическая структура [1]. В случае GaAs частичная  замена Ga атомами Ba и Sr приводила к росту постоянной решетки системы, а при замене Ga атомами Na монотонное изменение параметра решетки не наблюдалось. Наиболее совершенные согласующиеся слои применительно для систем GaAs/CaF2 получены при имплантации GaAs ионами Mg+.

В зависимости CMg от d, полученные после прогрева при различных температурах GaAs, легированного ионами Mg с Е0=1 кэВ при дозе насыщения D=4(1016 см-2 до отжига большая часть имплантированных атомов располагается на поверхности и вблизи нее до глубины 40-45 Ǻ. Прогрев при Т=600 К приводит к небольшому возрастанию концентрации атомов Mg на поверхности,  что связано с диффузией несвязанных атомов магния к поверхности. С дальнейшим ростом температуры усиливается диффузия атомов Mg к поверхности и вглубь мишени, образование соединений Ga - Mg - As, отжиг дефектов и кристаллизация ионно - легированных слоев. 
Аналогичным образом получен переходной слой в приповерхностной области CaF2 для системы CaF2/GaAs. В отличие от выше рассмотренного случая в этом случае необходимо создавать пленки с увеличивающейся "постоянной решетки".  Такие  слои  создавались после прогрева CaF2, имплантированных ионами Ba+ и Sr+. Для системы Ba-Ca-F2 оптимальной оказалась температура 1000 К, а для системы Sr-Ca-F2-1100 К.
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